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FISA DISCIPLINEI/MODULULUI

BAZELE TEHNOLOGIEI MICROELECTRONICE

1. Date despre disciplind/modul

Facultatea Calculatoare, Informatica si Microelectronica
Departamentul Microelectronica si Ingineria Biomedicala
Ciclul de studii Studii superioare de licenta, ciclul |
Programul de studiu 0714.5 Microelectronica si nanotehnologii
Anul de studiu Semestrul Tip de Categoria Categoria de Credite
evaluare formativa optionalitate ECTS
Il (Invatamant cu frecventa) S — unitate de O - unitate de
6 E curs de curs 5
specialitate obligatorie

2. Timpul total estimat

Total . Din care
otal ore in — —
Ore auditoriale Lucrul individual

planul de - - - -

A . Proiect de Studiul materialului vy o

invatamant Curs | Laborator/seminar ) Pregatire aplicatii
an teoretic
fnvatamant cu frecventa

150 45 | 30 \ + ] 45 30

3. Preconditii de acces la disciplind/modul
Conform planului de invatamant | Tehnologia materialelor semiconductoare, operatiile de baza a tehnologiei
microelectronice (oxidarea, difuzia, fotolitografia, epitaxia).
Conform competentelor indeplinirea calculelor teoretice a operatiilor tehnologice, proiectarea
topologiei circuitului integrat si fotomastilor necesare.

4. Conditii de desfasurare a procesului educational pentru

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic, este necesar proiector si calculator. Nu se admit
intarzieri si utilizarea telefoanelor mobile Tn timpul prelegerilor.

Laborator/seminar | Se verifica cunostintele teoretice ale studentilor si daca au introdus in referat datele
obtinute, au efectuat calculele si au descris concluziile, lucrarea este acceptata.
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5. Competente specifice acumulate

Competente CP4.
profesionale v
v
v

v

v
v

intelegerea bazelor fizice ce stau la indeplinirea operatiilor tehnologice de

Alegerea adecvata a fluxului tehnologic de confectionarea a circuitelor integrate cu o
fiabilitate Tnalta si pret scazut la confectionare.
CP6.

Cunoasterea metodelor de crestere a monocristalelor si posibilitatile de dopare a lor;

confectionare a dispozitivelor si circuitelor integrate;
Calcularea timpului, temperaturii pentru Tindeplinirea operatiilor tehnologice

(oxidarea, difuzia, epitaxia);

Proiectarea, simularea si testarea dispozitivelor si circuitelor cu instrumente noi si
tehnologii moderne;

Simularea si proiectarea topologiei circuitului integrat;
Proiectarea fotomastilor pentru realizarea circuitului integrat.

transversale

Competente CT1.

CT3. Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesionala si personala, folosind diferite
surse n limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala.

Analiza metodica a problemelor de calcul, identificand elementele pentru care exista
solutii, asigurand astfel indeplinirea sarcinilor profesionale.

6. Obiectivele disciplinei/modulului

Obiectivul general

v Tnsusirea procedeului de fabricarea a circuitului integrat sau dispozitivului.

Obiectivele specifice V'

v

v S3 elaboreze fisa tehnologic3 de confectionare a circuitului integrat.

Sa finteleaga procesele fizico-chimice, care au loc la findeplinirea operatiilor,

tehnologice;
Sa poata modela si proiecta topologia circuitului integrat;
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1. Continutul disciplinei/modulului

Tematica activitatilor
didactice

Numarul de ore

invatamant cu frecventa

Tematica prelegerilor

T1. Introducere. Etapele de dezvoltare a tehnologiei microelectronice. 2
T2. Tranzistor bipolar discret si tranzistor al circuitului integrat. Tehnologie planara. 2
T3. Tehnologia materialelor semiconductoare Ge, Si, GaAs. Formarea germenului. 6
Metodele de producere a monocristalelor. Metodele de dopare.
T4. Prelucrarea mecanica si chimica a monocristalelor. 4
T5. Oxidarea termica a Si si cinetica procesului. 2
T6. Confectionarea p-n jonctiunilor prin metoda difuziei. Teoria difuziei si metodele 6
de efectuare a ei. Difuzantii utilizati.
T7. Cresterea peliculelor epitaxiale din faza gazoasa, lichida si doparea lor. 4
T8. Fotolitografia. Fotorezisti negativi si pozitivi, operatiile de baza a procesului 6
de fotolitografie. Confectionarea fotomastilor.
T9. Tehnologia de confectionare a circuitelor integrate cu tranzistori bipolari. 10
T10. Metodele de confectionare a heterojonctiunilor si perspectivele de dezvoltare 3
a tehnologiei microelectronice.

Total prelegeri: 45

Tematica lucrarilor de laborator

LL1. Studiereaa proceselori corodarii chimice a plachetelor de Si 4
LL2. Cercetarea procesului oxidarii termice a Si 4
LL3. Fabricarea p-n jonctiunilor prin metoda difuziei 4
LL4. Cresterea straturilor dopate de GaAs prin metoda epitaxiei din faza lichida 4
LL5. Depunerea straturilor metalice prin vaporizarea termica in vid 4
LL6. Cercetarea procesului definirii configuratiei lor geometrice la fabricarea 4
circuitelor integrate prin metodafotolitografiei
LL7. Studierea constructiei si topologiei circuitelor integrate monolite 4
LL8. Primirea referatelor 2

Total lucrari de laborator:

30
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8. Referinte bibliografice

Principale 1. Radu Barsan , Fizica si tehnologia circuitelor MOS integrate pe scara mare, Bucuresti, 1989
2. Viorel Trofim , Bazele tehnologice ale microelectronicii” , indrumari metodice pentru
lucrari de laborator, Chisinau, 1999
3. Janununa T.W.Texnonorust KpeMHHEeBOH HaHOANEKTpoHUKH. Tomck 2011
4. Hong Xiao Introduction to semiconductor manufacturing technology. U.S.A. 2012
5. Konenosa JL.A., «kKonctpyupoBanue u TexHonorus Mmukpocxem», M.B.111., 1984 TTocobue
JUTSE KypCOBOTO M JUIJIOMHOTO TIPOEKTUPOBAHUSI.
6. Viorel Trofim ,, Bazele tehnologice ale microelectronicii” , vol.1,2 Conspect de prelegeri.
7. AHydpues /1.M.TexHONOrns MHTErPanbHOM 3NEKTPOHUKU. MUHCK 2009
8. Kopones M.A. TexHOJNOTHS,KOHCTPYKIIMM W METOJABI MOJCIUPOBAHUS KPEMHUCBBIX
MHTETpaIbHBIX cxeM. Mocksa 2012.
Suplimentare 1. Cblumk B.A. TexHoNnornsa cbopkm MHTErpanbHbix cxem.MuHck 2014,
2. Tpodum B., Uymak B. «OnrosnexkTpoHHbIE NMpeoOpa3oBaTead H3ITyYECHHH Ha OCHOBE
rerepornepexoioB AlxGal-x As-GaAsy, Kummnes, ltunw-Y onma, 1987.
3. Hand book of semiconductor manufacturing technology.Edited by Robert Doering, loshio
Nishi.New-York 2010.
4. LUpeTtkos H0.B.Mpoueccbl n ob6opysoBaHNE MUKPOINEKTPOHMKU.MockBa MBTY um H.3.

BAYMAHA 2017

9. Evaluare
Periodica
Curenta Studiu individual Proiect/teza Examen
EP1 EP2
10% 10% 10% 10% 30% 30%

Standard minim de performanta

Prezenta si activitatea la prelegeri, lectii practice si lucrari de laborator.
Obtinerea notei minime de ,,5” la fiecare dintre evaluari si lucrari de laborator.
Obtinerea notei minime de ,,5” la examen.

Titularul disciplinei: prof. univ., dr,hab.Viorel Trofim
01.09.2024



